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Power semiconductors are becoming key devices for energy-saving society, therefore higher performance and 
productivity is required. We proposed a silicon-on-insulator (SOI) PiN diode, which realizes ultra-fast reverse 
recovery without waveform oscillation. This diode is expected to reduce energy loss of power devices and to 






















































図 1 現状の製品化されたダイオードとのトレードオフ(1) 







































































































図 2 パワーデバイスのスイッチング損失内訳(3) 
Fig. 2. Switching loss on power devices in experiment (3) 
表 1 厚さの異なる Nベース層をもつ縦型ダイオードの 
リバースリカバリ波形のシミュレーション結果(5) 
TABLE 1. Simulated reverse recovery waveforms of 











































































































(a) Conventional structure of vertical Si-PiN 
 
(b)横型 SOIダイオード 
(b) Lateral SOI Si-PiN 
 
(c)トラップを用いた横型 SOIダイオード 




Fig. 5. Waveform during reverse recovery and corresponding to 
hole density by TCAD simulation. 
 
 
(a)縦型シリコンダイオード        (b)横型 SOIダイオード 
(a) vertical Si-PiN             (b) Lateral SOI Si-PiN 
 
(c) トラップ構造付横型 SOIダイオード 
          (c) Proposed lateral SOI Si-PiN with traps 
 
図 4 TCAD上の各ダイオードの構造と破線部の電界分布 
Fig. 4. Diode structures and corresponding electric field along 
dotted line by TCAD simulation. 
 
図 3 トラップを用いた横型 SOI ダイオードの構造 
Fig. 3. Structure of proposed lateral SOI PiN diode with traps. 
 
図 6 図 4(c)の SiO2トラップ付近のホール密度分布 
Fig. 6. Trapped hole in buried SiO2 corresponding with Fig. 4. (c). 
4／5 
本研究は 2 次元 TCAD シミュレーションを用いて縦型
PiNダイオード、横型 SOI ダイオード、新構造の 3種類の
構造を比較した。このときの横型ダイオードのシリコンと
埋め込み酸化膜の厚さはそれぞれ 10m と 5m であり、ト


































































































Fig. 7. Performance of proposed lateral SOI PiN diode and 
benchmarks. 
 
図 8 TCADによる図 5(c)のリバースリカバリ中における
ホール密度分布の推移 
Fig. 8. Hole density change during reverse recovery 




Fig.9 trade-off of different silicon thickness of proposed diode 
without waveform oscillation by TCAD between reverse 
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Fig.11 trade-off of different silicon thickness of proposed 





Fig.10 hole density distribution of different silicon thickness 
diode along dotted line.  
